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Real Sottki diodlarinda (§D) VAX iki ¢aparli energetik qurlugla tasvir olunur.
Ni-GaN $D-do yaranan slavs elektrik saha garginliyi temperatur 160 K-ys gadar
azaldiqda 150 mV-ys qader artir, 400 K-ys gadar yiikseldikda iss praktiki
olaraq nazara ¢arpmur.

Real $ottki diodlar1 (SD) kontakt sathinin mahudlugu hesabina yaranan
alava elektrik sahasinin (9ES) tesiri hesabina iki caparli energetik qurlusla
xarakteriza olunur va onlarda carayan axini termoelektron emissiya mexanizmi
ila bas verir. Kontakt sathinin kanar hissasinin potensial ¢aparinin maksimum
hiindirliyi 9ES-nin tasiri ils serbast yiikdagiyicilarin paylanmasi naticesinda
formalagir.

Potensial ¢aparlerinin hiindirliyi (®s), idealliq amsali (n), 9ES garginliyi
(Uc) olan $D-nun diiz istigamatds VAX iki hissadan - kontakt sathinin daxili vo
kenar hissslerinden ke¢an Ir; ve I corayanlarin cemindan ibarat olub,
asagidaki disturla ifads olunur[1}: 0<Us</-Uc/ olduqda,
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(1) ifadesindan gérinir ki, xarici garginlik U</-U¢/ oldugda kontaktin S;
sahalikenar hissasindan ks istiqgamatds carayan axar ve U=/-Uc/ oldugda sifir
olar. (U>/-Uc/) oldugda iss kontaktin iki hissasindan da (S1, Sz) cerayan axar va
kontakt sathinin imumi sahasi S olan kontakt potensial ¢aparin ®as effektiv
hiindiirliyd, n idealliq amsali ve n’adsiz kemiyat ila xarakteriza olunar ve VAX
asagidaki kimi tayin olunur:
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Ni-nGaN asash $D-nin diiz va aks istiqgamatlards 160 - 400K intervalinda

biri-birinden 10 K fergli temperaturlarda élgiilmiis [2] VAX-lar1 asagidaki
sokilda gostarilmisdir.

$akilds (1)-(3) ifadalerini aydin aks etdirir. Otaq temperaturunda potensial

goparin hiindirliyi 0,862 eV v idealliq smsali 1,063 olan SD - de 9ES

gerginliyinin tasiri zaif olur.Temperatur 160 K-ya qadsr azaldigda geparin

hiindiirliiyii 0,439 eV -a qadar va n amsali 1,03 gadar azalir, Uc isa artaraq 150
mV olur.
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